
が大きくなり反転層が維持できなくなります。つまりソ－ス ４４４４．．．．ＭＭＭＭＯＯＯＯＳＳＳＳデデデデジジジジタタタタルルルル基基基基本本本本回回回回路路路路
－ドレイン間のチャネルの一部（ドレイン端）で反転層が消 (1(1(1(1))))インインインインババババ－－－－タタタタ回回回回路路路路
滅した状態になります。この状態を飽和領域といいドレイン ①①①①回回回回路路路路の比の比の比の比較較較較
電流はほとんど変化しなくなります。 ＮＭＯＳを駆動ＭＯＳとした時のＭＯＳインバ－タの

基本回路を図５に示す。負荷素子によって、Ｅ／Ｒ形，
Ｅ／Ｅ形，Ｅ／Ｄ形，ＣＭＯＳ等がある。

Ｖ Ｖ 基本的な動作は駆動ＭＯＳと負荷ＭＯＳのオン，オフ時GS DS

の抵抗比で電源電圧を分割して出力するというものです。
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図図図図５５５５ ＭＭＭＭＯＯＯＯＳイＳイＳイＳインンンンババババ－－－－タのタのタのタの基基基基本本本本形形形形

●ＥＥＥＥ／／／／Ｒ形Ｒ形Ｒ形Ｒ形イイイインバンバンバンバ－－－－タタタタ
駆動ＭＯＳにエンハンスメントＭＯＳを使い、負荷に
抵抗を使用したインバ－タ回路である。一般的な論理回
路には使われていない。この回路は抵抗に高抵抗ポリシ
リコンを使って、スタティックＲＡＭのメモリ部に使わ

３３３３．．．． デデデデジジジジタタタタルルルル回回回回路路路路ＭＭＭＭＯＯＯＯＳデＳデＳデＳデババババイイイイススススのののの へへへへのののの適適適適用用用用 れている。
ＭＯＳＦＥＴはデジタル回路に適しており、バイポ－ラトラ 動作としては抵抗Ｒと駆動ＭＯＳ（Ｍ ）の抵抗比で1

ンジスタと同様に多方面で使用されている。デジタル回路に適 Ｖ ～ＧＮＤ間のレベルを出力させる。CC

している理由をいくつか上げてみます。 図６に回路，図７に動作特性を示した。
①①①①高高高高集積集積集積集積化化化化
ＭＯＳデバイスは、基板内に形成されるＰ－Ｎ接合を逆バ ○Ｖ ＩCC L

イアスして使うので、ＩＣ内において自然に電気的分離がで
きる。分離拡散が不要なためバイポ－ラトランジスタに比べ Ｖ 大IN
て格段に多くのゲ－ト回路を同一面積内に配置できます。 Ｉ ＲL

このような特徴を生かして、現在マイクロコンピュ－タや
メモリ（ＳＲＡＭ，ＤＲＡＭ，マスクＲＯＭ等）は、ＭＯＳ Ｖ Ｒ特性OUT

デバイスで作られており、微細化が進むことにより集積度は
年々増加しています。 ＶIN

Ｖ 小IN
②②②②常常常常時オ時オ時オ時オフフフフ動動動動作作作作
エンハンスメント形ＭＯＳを使うとソ－ス－ドレイン間は、 VCC

ゲ－ト電圧が印加されない限りオフしている。これは論理素 0000
子に必要なデバイスの機能上の性質と全面的に合致する。 0000 VVVVDDDDSSSS出出出出 力力力力 出出出出 力力力力

ゲ－トとドレインを同一極性のバイアス電圧にして動作で LLLL HHHH
き、電圧レベルをずらす回路が無くても回路段を直接結合で 図図図図６６６６ ＥＥＥＥ／Ｒ／Ｒ／Ｒ／Ｒ形形形形インインインインババババ－－－－タタタタ 図図図図７７７７ ＥＥＥＥ／／／／ＲＲＲＲ形形形形の動の動の動の動作作作作特特特特性性性性
きるため、直結回路に適している。従って常時オンデバイス
に比べてはるかに回路構成が簡単にできる。

●ＥＥＥＥ／／／／Ｅ形Ｅ形Ｅ形Ｅ形イイイインバンバンバンバ－－－－タタタタ
③③③③高高高高ファファファファンンンンアウアウアウアウトトトト 駆動ＭＯＳにエンハンスメントＭＯＳを使い、負荷に
ＭＯＳＦＥＴの入力インピ－ダンスは非常に高い。必要な も同じエンハンスメントＭＯＳを使ったインバ－タが、
電流はゲ－トの容量と配線容量を充電する為のみに必要で、 Ｅ／Ｅ形である。動作スピ－ドが遅いため現在あまり使
僅かな値である。したがって多くのＭＯＳゲ－トを駆動する われていない。ただ負荷に抵抗を使うより集積度の点で
ことができ、論理回路を組むのに都合がよい。 ○ＶCC
ＭＯＳＦＥＴはＤＣ的に見た場合、ファンアウトは理論的 ＩL
に無限大である。

Ｖ 大IN
④④④④能能能能動並動並動並動並びびびびに受に受に受に受動動動動素素素素子子子子
ＭＯＳＦＥＴは能動素子であると同時に数１０〔ｋΩ〕～
数１００〔ｋΩ〕の抵抗値を有する受動素子にも成り得る。 Ｉ Ｖ 負荷ＭＯＳL OUT

従ってＩＣのチップ上に抵抗として同じＭＯＳデバイスを高 特性
密度に配置できます。これは拡散層やポリシリコンを抵抗と ＶIN
して使うよりもはるかに面積が少なくて済むからです。 Ｖ 小IN
特にＣＭＯＳは駆動ＭＯＳと負荷ＭＯＳとの寸法比Ｗ／Ｌ
に出力レベルが依存しないので、おおきな寸法比は不要で、 VCC

微細化が進めやすい。また直流的な消費電流がほとんど無い 0000
ため、今後エレクトロニクスの分野の中心デバイスになると 0000 VVVVDDDDSSSS出出出出 力力力力 出出出出 力力力力
いわれています。 LLLL HHHH
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